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диаграмма ниобата натрия 
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фазовый переход в ниобате натрия 
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Оксидные сегнетоэлектрики при высоком давлении: вольфрамата

магния свинца Pb2MgWO6
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Оксидные сегнетоэлектрики при высоком давлении: фазовый 

переход в Pb2MgWO6 при температуре 

1.5 1.8 2.1 2.4 2.7

(402)
(420)

(321)

(202)

(401)
(112)

(410)
(102)

(221)
(002)

(400) (222)

(311)

(220)

(400) (222)

(311)

(220)
T = 300 K

P = 5.4 GPa

P = 2.7 GPa

P = 0 GPa

Pnma

      _

Fm3m

      _

Fm3m

d
hkl

  (Å)

In
te

n
si

ty
, a

rb
. u

n
it

s

 

 

 

1.6 1.8

(103)

(422)/(203)

(123)(341)/

(621)/(440)/ (223)

(331)(420)

(440)

(331)(420)

(440)

  

 

Рентгеновская дифракция

Нейтронная дифракция

300 310 320 330 340 350 360 370

3.98

3.99

4.00

4.01

4.02

4.03

b
*

c
*

a / 2

       

Fm3m

T    (K)

L
a
tt

ic
e 

p
a
ra

m
et

er
s 

(Å
)

 

 

Pnma

a
*

f = 
𝑑(<𝑃𝑏−𝑂>)

 2𝑑(<𝑀𝑔/𝑊−𝑂>)
 =0.969(5)

176.6(5)0

172.0(5)0

Кислородное окружение
свинца

0.23(5)

0.13(2)
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переход в Pb2MgWO6 при давлении 
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Оксидные сегнетоэлектрики при высоком давлении:

Ba4Sm2Fe2Nb8O30 и Ba4Gd2Fe2Nb8O30
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Варьирование 
среднего радиуса 

катионов

E. Castel, PhD thesis, University of Bordeaux 1, 2009
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Оксидные сегнетоэлектрики при высоком давлении:

Ba4Sm2Fe2Nb8O30 и Ba4Gd2Fe2Nb8O30
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